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Cоздание мощных эффективных и долгоживущих твердотельных источников лазерного излучения сине-зеленого диапазона спектра является важной задачей. Недавно было сообщено об обнаружении сине-зеленой люминесценции при оптических переходах через уровни дефектов в слоях AlGaN, сильно легированных донорами [1]. Это явление создает предпосылки для разработки эффективных источников света сине-зеленого диапазона спектра и сверхбыстрых лазеров. Целью данной работы было исследование центров, ответственных за появление этой полосы методом фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии.
В работе исследовались слои AlxGa1-xN, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии из аммиака. Содержание Al в слоях составляло 0.62 и 0,7, легирование осуществлялось SiH4, концентрация атомов Si в слоях достигала 5(1019 см-3. Измерения спектров возбуждения ФЛ проводились с использованием спектрофлюориметра FLS920 с 450-ваттной ксеноновой лампой в качестве источника возбуждающего излучения при комнатной температуре. Возбуждение нестационарной ФЛ осуществлялось лазерным диодом с энергией фотонов 4.43 эВ и длительностью импульсов 600 пс. Кривые затухания ФЛ измерялись с использованием время-коррелированного счета фотонов. ФЛ в диапазоне температур 5-750 К возбуждалась He-Cd лазером (энергия фотонов 3.81 эВ, мощность лазера 13 мВт).

В спектрах ФЛ наблюдалась сине-зеленая полоса  (СЗП) ФЛ с максимумом около 2.36 эВ и шириной порядка 0.5.  В спектрах возбуждения ФЛ наблюдалась полоса с максимумом при 5.0 и 5.08 эВ для слоев состава 0.62 и 0.7 соответственно и шириной порядка 0.45 эВ. Кривые затухания описывались суммой быстрой и медленной экспоненциальных компонент с временами затухания 50 пс и 25 нс соответственно, причем вклад быстрой компоненты в суммарную интенсивность был 90%. Энергетическое положение СЗП широкозонного AlGaN свидетельствует о рекомбинации через глубокий центр, а экспоненциальная кинетика о внутрицентровом механизме ФЛ. При повышении температуры с 5 до 750 К положение максимума СЗП сдвигалось в сторону высоких энергий на 0.1 эВ, а ширина увеличивалась с 0.5 до 0.55 эВ. Температурная зависимость интенсивности СЗП была немонотонной и слабой:  от 5 до 270 К интенсивность вырастала на  величину порядка 70%, при дальнейшем росте температуры интенсивность  падала на 30 %. 
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